压控振荡器
1． 压控振荡器的原理和PHILIPS的器件应用范围
普通压控振荡器(VCO ) 以变容二极管作为频率调谐器件，用微波放大管、谐振电路和匹配网络将直流能量转换成微波能量。通过适当设计这些参数值，可设计出各种频率的宽带振荡器，
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1．该电路中用到一个变容管作为压控用（图中左下框内器件），目前我们有系列的变容管可用于其中。（下表1：可用于压控用的变容管及与其它厂家器件的对照--供参考)
2．晶体三极管主要用在振荡输出 和BUFFER中（见图中右上框内器件），根据目前客户的要求，很多厂家用特征频率在10G左右的宽带三极管。

3．设计一个宽频带的VCO，除了要利用负电阻的概念来決定其振荡条件以外，我们更是需要用PIN二极管去启动在振荡槽路中不同的电感和电容值以切換至不同的頻段范围而达到需求。目前生产这种宽带VCO的不是很多，当然随着宽频带的引入，这种VCO会有一定的需求。(下表2中是推荐给台达的可用于其中的PIN管列表，以供参考。)
表-1：不同厂家可用于压控用的变容管对照表--供参考。
	PHILIPS
	INFINEON
	MATSUSHITA
	TOSHIBA
	HITACHI
	ALPHA

	BB141
	BBY51
	MA377
	
	
	

	BB142
	BBY51-03W
	
	1SV277
	
	

	
	
	
	1SV285
	
	

	BB143
	BBY50-03W
	
	1SV329
	HVC369B
	SMV1263-079

	BB145
	
	
	1SV280
	HVC355
	

	BB145B
	
	
	1SV239
	HVC355B
	

	BB145B-01
	
	
	
	
	

	BB145C
	
	
	
	
	

	BB151
	
	
	1SV276
	HVC372B
	

	
	
	
	1SV281
	
	

	
	
	
	1SV293
	
	

	BB155
	BB659
	
	
	HVU356
	

	BB156
	
	
	1SV270
	
	

	
	
	
	1SV284
	
	

	BB190
	BBY55-03W
	
	1SV299
	
	

	
	
	
	1SV279
	
	

	
	
	
	1SV293
	
	

	BB202
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表-2：推荐给台达可用于其中的PIN管列表--供参考
	型号 
	封装形式 
	结构 
	VF(V)
	VR 
	IR 

	
	
	
	　
	　
	

	
	
	
	@50mA 
	@10μA 
	

	BAP50-02 
	SOD523 
	单管 
	0.95
	>50 
	50v/100nA 

	BAP51-02 
	SOD523 
	单管 
	0.95
	>50 
	50v/100nA 

	BAP63-01 
	SOD723 
	单管 
	0.95
	>35 
	35V/10nA 

	BAP63-02 
	SOD523 
	单管 
	0.95
	>35 
	35V/10nA 

	BAP64-02 
	SOD523 
	单管
	0.95
	>175 
	20V/1uA 

	BAP65-01 
	SOD723 
	单管
	0.9
	>100 
	20V/20nA 

	BAP65-02 
	SOD523 
	单管
	0.9
	  
	20V/20nA 

	BAP70-02 
	SOD523 
	单管
	0.95
	>50 
	30V/20nA 

	BAP1321-01 
	SOD723 
	单管
	0.95
	>100 
	50v/20nA 

	BAP1321-02 
	SOD523 
	单管
	0.95
	>100 
	50v/20nA 


	
	
	
	
	
	


二．VCO的分类与应用
振荡器分为温补振荡器（TCXO）、晶体压控振荡器（VCXO）、普通压控振荡器（VCO）。广泛用于各种通信设备、电视机、微处理机、电话机、移动通讯手持机和电子玩具等方面。

一个晶体压控晶体振荡器（VCXO）包含一个晶体和一个含有电感和变容二极管的网络，见下图。整个结构都是以给予一个线性电压/频率响应为目的设计的。 调谐范围的极限是共鸣器的Q值的反函数。 特殊技术可以扩展频率牵引范围，但同时这会降低相位噪声。由于晶体共鸣器要比 LC 电路稳定，所以简单的VCXO也要比普通压控振荡器有更好的稳定性。 载波附近的相位噪声VCXO要比普通压控振荡器低，这是由Q值决定的。 底层相位噪声是由信号等级和振荡器的不稳定性决定的。 
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温补振荡器（TCXO）是一种在一定温度范围内具有很好稳定度和老化度的振荡器，手机中振荡电路设计中首先确定的是手机的参考振荡器频率源。典型的应用首先是13MHz或26MHz温补压控晶体控振器，下图是典型的温补低躁控电路：
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D2是一只变容二极管，此电路广泛用于手机中。有的设计方案中此电路集成于芯片中的，所以推广中有的厂家会用到变容管，有的则不用。

例如MOTO 一款手机产生的振荡过程：本机振荡频率信号主要由１３ＭＨｚ的温补压控振荡器，锁相环和压控振荡ＶＣＯ组成。锁相环和压控振荡器各有两个， 一个产生２３２ＭＨｚ振荡频率ＶＨＦ，另一个产生１００６～１０３１ＭＨｚ振荡频率ＵＨＦ。这些都是提供用于变频的本机振荡频率。此手机中用到2个普通压控振荡器（VCO）和一个温补振荡器（TCXO）。 

2． 竞争情况和推广方向：
随着通讯器材的小型化，集成度高的IC层出不穷，例如2SC5106、MAX2472的内部都集成了通用频率范围的振荡器。

国际各大半导体公司都自制VCO的模块，例如十三所（国内可以和台达产量抗衡）用三星、TDK、松下等等VCO芯片后自己封装。

在自制VCO这些厂家中，有很多半导体厂家在竞争，从器件的系列性我们的变容管和三极管没有TOSHIBA和NEC的齐全。

我们一方面可抓住目前有形的VCO市场，同时有些通讯设备由于竞争激烈而不得不考虑成本问题，产品内会自己设计VCO，例如对讲机、无线台式电话、无绳电话、电动玩具等。

    IC 的集成化虽然越来越成熟，但它目前没有单VCO模块的屏蔽特性好，结合这两个方面我们未来可以大力推广我们的MMIC。

  四．VCO发展方向：
通过晶体管的改进及振荡电路的开发，改善了小型化带来的谐振器Q值降低及低电耗引起的特性劣化。除小型化外，还要求高频化、宽带化、高输出等。随着移动电话的小信号系统高频电路的IC化，以往统一的无线电路（效率）结构出现了每台机器间的差别，对VCO的要求多样化了。尤其是关于高频率化，对第4代移动电话及其它无线通信设备都是重要的开发课题。此外，今后由于半导体开发及材料/工艺开发，如何减少部件件数也是小型化的课题 

                               ——THE END——
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